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Biaspotentials mit einem kollektorseitig an ein Versor- FIG1 1
gungspotential (1) angeschlossenen ersten Transistor
(2), einem zwischen Basis und Kollektor des Transistors
(2) geschalteten ersten Widerstand (3), einer zwischen
die Basis des ersten Transistors (2) und ein Bezugspo-
tential (4) geschalteten ersten Stromquelle (5), einer
zwischen den Emitter des ersten Transistors (2) und
das Bezugspotential (4) geschalteten zweiten Strom-
quelle (6), einem kollektorseitig an das Versorgungspo-
tential (1) und basisseitig an den Emitter des ersten
Transistors (2) angeschlossenen zweiten Transistor (7),
einer zwischen den Emitter des zweiten Transistors (7)
und das Bezugspotential (4) geschalteten dritten
Stromquelle (8), einem kollektorseitig das Biaspotential
fihrenden dritten Transistor (9), einem zwischen den
Emitter des zweiten Transistors (7) und die Basis des
dritten Transistors (9) geschalteten zweiten Widerstand
(10), einem zwischen den Kollektor des dritten Transi-
stors (9) und das Versorgungspotential (1) geschalteten
dritten Widerstand (11), einer zwischen die Basis des
dritten Transistors (9) und das Bezugspotential (4)
geschalteten ersten Diode (12) in DurchlaBrichtung und
einem zwischen den Emitter des dritten Transistors (9)
und das Bezugspotential geschalteten vierten Wider-
stand (13), wobei der vierte Widerstand (13) den halben
Widerstandswert des zweiten oder dritten Widerstands
(10, 11), die untereinander gleich groB sind, aufweist
und zweite und dritte Stromquelle einen vom Kollektor-
strom des dritten Transistors (9) abhangigen Strom lie-
fern.

Printed by Xerox (UK) Business Setrvices
2.15.12/3.4



EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

Européisches
Patentamt

EP 0 766 163 A3

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 96 11 4180

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Kategoriel Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, Betrifft KLASSIFIKATION DER
der mafigeblichen Teile Anspruch ANMELDUNG (Int.C1.6)
A EP 0 524 154 A (SGS THOMSON 1-7 GO5F3/20
MICROELECTRONICS) GO5F3/22
* das ganze Dokument =*
A EP 0 375 998 A (MOTOROLA INC) 1-7

* das ganze Dokument *

RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (Int.CL6)

GO5SF
Der vorliegende Recherchenbericht wurde fiir alle Patentanspriiche erstellt
Recherchenart Abschiuidatum der Recherche Prufer
DEN HAAG 5.Februar 1998 Schobert, D

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

. von besonderer Bedeutung allein betrachtet

. von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer
anderen Verdéftentlichung derselben Kategorie

- technologischer Hintergrund

. nichtschriftliche Offenbarung

. Zwischenliteratur

TOo»r XX

T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundséatze
E : lteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeldedatum veréffentlicht worden ist
D . in der Anmeldung angefihrtes Dokument
L1 aus anderen Grinden angefithrtes Dokument

Dokument

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie,




	Bibliographie
	Recherchenbericht

